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第 1 章では、 metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOSFET) の歴史、構造、及び動作原理を概
説した後、 MOSFET の心臓部であるゲート絶縁膜において見られる各種リーク電流についての現在までの研究報告
状況について述べた。また本研究のフレームワーク、及び本論文の構成について述べた。









第 4 章では、ストレス誘起リーク電流の突発的な増大現象 (pre-breakdown : PreBD) についての詳細な調査を
行った。キャリアセパレーション測定法を PreBD 発生時のリーク電流伝導特性解析に適用することにより、 PreBD
時のリークパスを通して生じるリーク電流は、ゲートからの電子電流のみが支配的なものと、それに加え反転層から
の正孔電流が同程度生じるものに大別されることが明らかになった。また、ゲートからの電子電流のみが支配的な
























を見出している。特に電子電流のみが支配的な PreBD においては、電子が被るエネルギー損失量は各 PreBD イ
ベント間で大きく異なる事を確認している。 PreBD はフラッシュメモリーのデータ保持特性を劣化させる異常




電子工学ならびに MOS 型集積回路の信頼性向上に貢献するところが大き L 、。よって、本論文は博士論文として価値
あるものと認める。
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